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OEM: Texas Instruments Transistor 2N3708 Datasheet

NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Silect*-Gehduse

Vorverstarker und Kleinsignal — Anwendungen mit geringem Rauschen
(2N3707)

Fur allgemeine Kleinsignal-Anwendungen mit hoher Verstarkung (2N3711)

Mechanische Daten  5N\3707, 9N3708, 2N3709, 2N3710, 2N3711
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1 — Basis, 2 — Emitter, 3 — Kollektor
Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lot-

temperaturen ohne Deformation. Die Elementa haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erflllen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

Absolute Grenzwerte®®

Kollektor-Basis-Spannung Jov
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) aov
Emitter-Basis-Spannung av

Kollektorstram 30 mA
Dauar-Varlustleistung bal (odar darunter) Ty = 25 °C (Bam. 2) 260 mwW
Lagerungs-Temperaturbareich —B5°C bls +150°C
Temperatur der Anschlissa 1,5 mm vom Gehduse (10 s Dauer) 260 °C
Bemerkungen:

1. Dies gilt fur offene Basis.
2. Lineare Abnahme bis Ty = 125 °C mit 2,5 mW/C,

#* Schutzmarke von Texas Instruments.
** JEDEC registriert.
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Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C

Parameter Prifbedingungen 2N3T0T 2NaT0B ZNaT08 2N3T10 ZN2TI Ein-
min max min max min max min max min max helt
UWnerycro Kollektor- lg=1mA, Ig=10 a0 30 a0 30 30 W
i Emitter-Durch-
bruchspannung
lepo Kollektor-Baziz- Upp =20V, lg =0 100 100 100 100 100 nA
Reststrom
lepo Emitter-Basis- Ugg =8V, lc=0 100 100 100 100 100 nA
Reststrom
hre Gleichstrom- Ucg =58V, lg= 100 A 100 400
verstarkung Ucg=5V, lg=1mA 45 660 45 165 90 330 180 660
Une Basis-Emitter- Ugg =5V, lgc=1mA 05 1 05 1 05 1 05 1 05 1 ¥
spannung
Upgpstyy Hollektor- lIg=05mA, Ig= 10 mA 1 1 1 1 v
Emitter-
Rastzpannung
hale Kurzschlul- Ucg =5V, lg= 100 uA, 100 550
Strom- f=1kHz
varsthrkung Upg =5V, Ig=1mA, 45 800 45 250 B0 450 180 BOO

f=1kHz
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Betriebswerte bel Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungen 2NaTOT Ein=
typ max heit
F mitil, Rauschiaktor Ueg =5V, lgc= 100pA, Rg = 5kR 18 6 dB
10 Hz ... 10 kHz
#guivalente Bandbreite = 15,7 kHz
I Transitfrequenz Uce=5Y, lg=1mka B MHz
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Ausgangskennlinien lg = f (Ucg); Ig = Parameter; Ty — 25 °C; (Emitterschaltung)
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Eingangskennlinie I = f (Upg): Ucg = 5 V; (Emitterschaltung)
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Rauschfaktor F=f({f);Rz=10kQ;Ucr =5V lc=101mA; Ty =25°C; 4f = 1 Hz
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Stromverstirkung

hre
300

250

200

150

100

50

hgg = f {Ig); Ucg = 5 V; (Emitterschaltung)
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Séttigungsspannung Uce sat = 1 ({Ic); -:E- = 20; Ty = Parameter; (Emitterschaltung)
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I
Séftigungsspannung UBE zat = T(Ic); I_u = 10; Ty = Parameter; (Emitterschaltung)
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Temperaturabhangigheit der zulissigen Gesamtverlustieistung;

Piot = f (Tu)d
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